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１．概要（Summary） 

SiC デバイスを作製し、その電気的特性と結晶性を評

価する。これまでに SiC へのイオン注入条件の探索を行

ってきた。パターンの精度が良くないために正確に電気

特性測定が不正確の可能性がある。そこでパターンの精

度の条件を探索した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レジスト塗布装置、レジスト現像装置、厚膜フォトレジス

ト用スピンコーティング装置、露光装置（ステッパー） 

 

【実験方法】 

フォトリソグラフィーにより大きさ 500 nm の Line＆

Space パターンを作製する。マスクパターンを作製し、リソ

グラフィーでパターンを焼き付けた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 幾つかの条件でパターンの作製を行った。ある条件で

L&S パターンを作製した断面 SEM 像および鳥観像を

Fig. 1に示す。 

 おおよそ 500nm間隔で L&Sパターンが作製できてお

り、 設計通りの条件が得られた。 

今後、その他のパターンやエッチング後パターンにつ

いて最適な条件を探索する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 SEM images of L&S pattern of resist.  

 

４．その他・特記事項（Others） 

 特になし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 

 

 


